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Przedmiotem wynalazku jest uklad szeregowo polaczo-
nych tranzystoréw bipolarnych umozliwiajacych zasilanie
utworzonego potaczenia napieciami przekraczajacymi do-
puszczalne napiecia miedzyelektrodowe poszczegélnych
tranzystor6w i uzyskanie wiekszej wypadkowej mocy
strat.

W znanym sposobie szeregowego laczenia tranzystoréow
kolektor nizszego 1gczy sie z emiterem nastepnego a bazy
polaryzuje sie ze wspdlnego dzielnika rezystorowego.

W ukladach tych kolejne tranzystory muszg mieé zrézni-
- cowane rezystory polaryzacyjne a wybrany punkt pracy
nie moze by¢ zmieniony bez wymiany elementéw. Rozrzuty
parametréw tranzystoréw dodatkowo zawezajq zakres to-
lerancji elementéw zastosowanych w ukladzie. Jezeli para-
metry dynamiczne i szumowe dla danego zastosowania sg
drugorzedne, uklad szeregowo polgczonych tranzystorow
mozna zastgpi¢ tranzystorem przystosowanym do pracy
przy wysokich napieciach. Zastepstwo takie nie jest mozli-
we dla tranzystoréw mocy poniewaz przy wysokich napie-
ciach miedzyelektrodowych nastepuje drastyczny spadek
dopuszczalnej mocy strat w poréwnaniu z wartosciami
‘uzyskiwanymi przy niskich napigciach zasilajacych.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu pozwalaja-
cego na szeregowe laczenie dowolnej ilosci tranzystorow
nie posiadajgcego zar6wno wad dotychczas stosowanego

_polaczenia jak i niedostatkéw wysokonapieciowych tran-

zystoréw mocy. '

Cel ten zostal osiggnigty przez opracowanie ukladu
szeregowo polaczonych tranzystoréw, w ktérym polaryza-
cja elektrod poszczegdélnych tranzystoréw skladowych
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uzalezniona jest w sposéb dynamiczny od stanu przewo-
dzenia tranzystoréw sasiadujacych.

Uklad ten tworzy sie w ten spos6b, ze pomiedzy kolektor
i baz¢ kazdego z tranzystoréw za wyjatkiem tranzystora
sterujgcego wlaczane sg rezystory polaryzujace, pomiedzy
emitery i bazy sgsiadujacych ze sobg w szeregu tranzysto-
réow wlaczane sg rezystory polaryzacji wspdlnej, miedzy
bazg trzeciego w szeregu tranzystora i emiter tranzystora
sterujgcego wigczony jest rezystor wyréwnawczy, przy
czym baza tranzystora sterujgcego polaryzowana jest cat-
kowicie niczaleznie ze Zrédla zasilania lub ze Zrédta steru-
jacego a zrodlo zasilajgce uklad wlaczane jest miedzy
emiter tranzystora sterujgcego i kolektor ostatniego tran-
zystora.

W wyniku takiego polgczenia elektrody poszczegélnych -
tranzystorow zasilane sg niskimi napigciami, co zapewnia
petne wykorzystanie mocy tych tranzystoréw. Uktad w ta-
kim polgczeniu wzmacnia réwniez skladowsg statg, dzieki
czemu mozna go traktowaé jako jeden tranzystor o odpo-
wiednio zmiennych parametrach, w szczegolnosci o duzym
napigciu migdzy elektrodowymi duzej dopuszczalnej mocy
strat. Dla tak utworzonego ukladu stuszne sa wszystkie
warianty wzajemnych polgczen i sprzezen zwrotnych jak
dla pojedyniczego tranzystora oraz stuszna pozostaje zasa-
da szeregowego laczenia uktadéw elektrycznych zbudowa-
nych z dwéch lub wiecej tranzystoréw dajacych w ukladzie
zastgpczym tranzystor o odpowiednio skorygowanych pa-
rametrach np. ukladéw Darlingtona.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przykladzie
wykonania uwidocznionym na zalgczonym rysunku.
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Uklad sklada sie z pieciu tranzystorow typu npn polgczo-
nych szeregowo w taki sposoéb, ze kolektor nizszego laczy
si¢ galwanicznie z emiterem nast¢pnego przy czym pierw-
szy tranzystor T, jest tranzystorem sterujgcym, a kazdy
z pozostalych w szeregu tranzystorow T, — T, tworzy
wzgledem nizszego wtérnik emiterowy.

. Pomiedzy kolektor i baze kazdego z tranzystoréw za
wyjatkiem tranzystora sterujgcego T, wlgczone s3 rezysto-
ry polaryzujace R, — R, a pomiedzy emitery i bazy sgsiadu-
jacych ze sobg w szeregu tranzystoréw T, -T,, T,-T,, T,-T,,
wlaczone sg rezystory polaryzacji wspolnej R, — R,. Miedzy
baza trzeciego w szeregu tranzystora T, i emiterem tran-
zystora sterujacego T, wlaczony jest rezystor R,. Baza
tranzystora sterujgcego T, polaryzowana jest calkowicie
niezaleznie ze Zrédta zasilania U, lub ze Zrodta sterujacego
uktad. Zrédlo zasilajace uktad wlaczone jest miedzy emiter
tranzystora sterujacego T, i kolektor ostatniego T,.

W wyniku takiego polaczenia napiecia polaryzujgce ko-
lejne tranzystory podawane sg ze Zrodla baterii zasilajacej

. U, poprzez przewodzace tranzystory T, - T, i na rezystorze
‘R, polaryzujgcym tranzystor T, nie nastepuje sumowanie
pradéw baz pozostalych tranzystoréw skladowych.
‘Z chwilg wysterowania tranzystora sterujacego T,, cale
polaczenie uzyskuje wlasciwosci pojedyriczego tranzysto-
ra o wysokim napieciu mledzyelektxodowym i duzej dopu-
szczalnej mocy strat.

W omawianym polgczeniu stosowaé mozna dodatkowo
znane elementy na przyklad diody Zenera wlaczane mie-
dzy kolektory i bazy réwnolegle do opornik:éw polaryzujg-
cychR, —R, jesliistnieje obawa przekroczenia sumaryczne-
go dopuszczalnego napiegcia kolektor-emiter powstajgcego
w stanach przejsciowych w czasie ktérych chwilowa war-
tos¢ napiecia zasilajagcego moze byé wigksza od sumy
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napiec¢ tranzystoréw skladowych oraz elementy antypara-

. zytowe typu R.L.C. wlaczane w dowolny punkt ukladu.

Uklad wedlug wynalazku moze byé stosowany w zasila-
czach stabilizowanych i w ukladach wzmacniaczy szero-
kopasmowych. W zasilaczach pozwala on rozszerzyé¢ za-
kres dopuszczalnych zmian napigcia niestabilizowanego
oraz umozliwia stabilizacj¢ znaczenia wyzszych napie¢.

We wzmacniaczach szerokopasmowych umozliwia uzy-
skiwanie duzych wzmocnien i duzych amplitud napi¢cia
wyjsciowego przy wykorzystaniu typowych tranzystorow
niskonapieciowych. Nie stwarza on jednoczesnie zadnych
ograniczen dla stosowania sprz:zer zwrotnych.

Zastrzezenie patentowe

Uklad szeregowo polgczonych tranzystoréw bipolar-
nych utworzony z dowolnej liczby tranzystor6w polgczo-
nych galwanicznie lub za posrednictwem elementow re-
zystorowo induckyjnych w taki sposéb, ze kolektor nizsze-
go laczy si¢ z emiterem nastepnego znamienny tym, ze
pomiedzy kolektor i baz¢ kazdego z tranzystorow za wyjat-
kiem tranzystora sterujacego (T;) wlaczane sa rezystory
polaryzujace (Rj-Ry), pomiedzy emitery i bazy sgsiaduja-
cych ze sobg w szeregu tranzystoréw (Tj-Tz, T3-Ty, T4—Ts)
wlgczane sg rezystory polaryzacji wspélnej (Rs—R7), migdzy
baze trzeciego w szeregu tranzystora (T3) i emiter tranzys-
tora sterujacego (T;) wlgczony jest rezystor wyréwnawczy
(Rs) przy czym baza tranzystora sterujacego (Ty) polaryzo-
wana jest catkowicie niezaleznie ze zrédla zasilania (Ug)
lub ze Zrédla sterujgcego a Zrédlo zasilajgce uktad wigcza-
ne jest migdzy emiter tranzystora sterujacego (T;) i kolek-
tor ostatniego tranzystora (Ts).

Sktad wykonano w DSP, zam. 6148
Druk w UP PRL, naklud 125 + 20 egz.

Cena 21 10,-
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